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【緒言】GaNデバイスは普及に向けて低コスト化が必須である。しかし現状では、デバイス作製

過程で高価な GaN基板の大部分を研削して廃棄している。またこのことは基板製造に要したエネ

ルギーも無駄にしていることになりカーボンニュートラルの観点でも課題である。本研究ではこ

の点に鑑み、低コスト、低 CO2排出を実現するウェハプロセス技術としてデバイス作製後、レー

ザスライスでデバイス部を分離、平坦化研削・研磨を経て厚いエピ成膜で基板厚を回復して繰返

し使用する基板リサイクルプロセス(図１)の確立を目指している。 

【実験方法及び結果】今回、基板リサイクルのコンセプトを具体化する目的で、a)レーザスライ

スを含めたリサイクルプロセスがΦ2ウェハ状態で一巡すること、b)剥離後のデバイスがレーザに

より影響されないことを確かめた。前者では既にパルスレーザを用いて GaNチップのスライス加

工が可能なことが報告されている 1)。今回リサイクルプロセスの中でこの技術を適用して前後工

程との整合を図り、提案プロセスがΦ２ウェハで一巡可能な事を確認した。初期状態と再生 1 回

後の基板状態を表１に示す。後者では GaN基板上にデバイスを試作し、レーザスライス時の剥離

位置をデバイス表面から深さ 50μmで剥離することとし、剥離後のデバイス特性が変動しないこ

とを確認した。詳細な結果は当日報告する。 
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(図 1)  GaN 基板リサイクルプロセスコンセプト 

(表 1)  基板状態の比較 
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